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1. Дослідження фоточутливих поверхнево-бар'єрних структур на основі індієвого та мідно-індієвого
селенідів

2. Investigation of photosensitive surface-barrier structures based on indium and copper-indium selenides

Реферат:
1. У роботі створено якісні і відтворювані поверхнево-бар'єрні структури метал/p-CuInSe2 (метал - Іn, Sn, Zn),
визначено та інтерпретовано механізми проходження струму, вперше з єдиної точки зору проведено
зіставлення експериментальних результатів з відомими теоретичними виразами. Вперше встановлено
закономірності формування власного оксиду на поверхні InSe внаслідок довготривалого термічного
окислення (до 5 діб) та досліджено його вплив на електричні, фотоелектричні, властивості гетеропереходів
(ГП) власний оксид - InSe. Зафіксовано позитивний вплив невеликих доз (< 300 Р) гамма-опромінення на
дані переходи. У роботі вперше розглянуто можливість оптимізації фотоелектричних параметрів структур
власний оксид-p-InSe, внаслідок чого к.к.д. доведено до 5,9 %. Вперше показана можливість створення
методом термічного окислення випростовуючих ізотипних ГП власний оксид/n-InSe, оксидних n-p-n та n-
n-n фототранзисторів на основі InSe та низькорозмірних утворень на межі розділу оксид - шаруватий



напівпровідник. Приведено результати досліджень електричних та фотоелектричних властивостей
оптичного контакту n-InSe - p-CuInSe2.

2. In the work qualitative and reproduced surface-barrier structures metal/p-CuInSe2 (metal - Іn, Sn, Zn) were
produced; mechanisms of current transfer are defined and interpreted, for the first time from a single standpoint a
comparison of the experimental results to known theoretical expressions is carry out. For the first time the
regularity of intrinsic oxide formation at InSe surface as a result of long-term thermal oxidation (till 5 days) are
established and its effect on electrical, photoelectric properties of intrinsic oxide-InSe heterojunction is
investigated. A positive influence of small dozes (<300 R) of gama-irradiation on these junctions is registered. In
the work for the first time an opportunity of optimization of photoelectric parameters of intrinsic oxide p-InSe
structures resulting in cell efficiency of about 5.9 % is realized. For the first time the opportunity of preparation by
thermal oxidation method of rectifying isotype heterojunction intrinsic oxide/n-InSe, n-p-n and n-n-n
oxidephototransistors on the basis of InSe as well as low-dimensional formations on oxide - layered
semiconductor interface is shown. Results of the investigations of electrical and photoelectric properties of n-InSe
- p-CuInSe2 optical contact are presented.
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